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ning samaradorligini oshirishda, o‘quvchilarning ehtiyoj-
lariga moslashishda va ta’lim resurslarini yanada sifatli va 
innovatsion qilishda muhim ro‘l o‘ynaydi. Sun’iy intellekt 
imkoniyatlari ta’lim sohasida shaxsiylashtirish, interaktivlik 

va avtomatik tahlil kabi afzalliklarni taqdim etib, ta’lim 
tizimini yangi bosqichga olib chiqishga yordam beradi. 
Kelajakda bu texnologiyalar yanada rivojlanib, ta’lim    
sohasini yanada zamonaviy va shaxsiylashtirilgan qiladi. 
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REZYUME. Ushbu maqolada elektron o‘quv metodik ta’minotlarni yaratishda sun’iy intellektning imkoniyatlari va foydalanish 

usullari tahlil qilindi. Shu bilan birga, bu texnologiyalarning ta’limdagi o‘rni, afzalliklari va kelajakdagi rivojlanish yo‘nalishlari haqida 
ma’lumotlar berildi. 

РЕЗЮМЕ. В данной статье анализируются возможности и методы использования искусственного интеллекта при создании 
методологий электронного обучения. Вместе с тем, была представлена информация о роли этих технологий в образовании, их 
преимуществах и будущих направлениях развития. 

SUMMARY. This paper is analyzed the possibilities and methods of use of artificial intelligence in the creation of e-learning    
methodologies. At the same time, information was provided on the role of these technologies in education, their advantages and future 
development directions. 
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Kirisiw. Dúnyada yarımótkizgishler fizikası tarawında 

aktual jónelislerden biri retinde kremniydi tereń 
energetikalıq qáddilerdi payda etiwshi kirispe atomları 
menen legirlep, onıń tiykarǵı parametrlerin ózgertiw arqalı 
jańa túrdegi materiallar alıw hám alınǵan jańa materiallar 
tiykarında túrli fizikalıq shamalardı ólsheytuǵın datchikler 
jaratıw máselelerine ayrıqsha áhmiyet berilip atır. Házirgi 
kúnde rawajlanǵan mámleketlerde kirispe atomları menen 
legirlengen kremniydiń tenzo qásiyetlerin hár tárepleme 
izertlew úlken ilimiy hám ámeliy áhmiyetke iye bolıp, 
túpten jańa, júdá sezgir, júdá kishi ólshemli datchikler hám 
mexanikalıq deformaciyalardı ólshewshi qurılmalardı islep 
shıǵıwǵa ayrıqsha itibar qaratılıp atır. 

Ádebiy sholıw. Túrli dúzilis hám qásiyetlerge iye 
datchiklerdiń rawajlanıwı basqarıw sistemaların 
avtomatlastırıw, túrli texnologiyalıq processlerdi baqlaw 
menen baylanıslı. Bul datchiklerdi jaratıw boyınsha alıp 
barılıp atırǵan izertlewler tiykarǵı parametrlerin (sezgirlikti, 
sızıqlılıqtı, turaqlılıqtı, ekonomikalıq nátiyjelilikti asırıw, 
islew waqtı, ólshew ásbaplarınıń ólshemlerin kishireytiw) 
jaqsılawǵa qaratılǵan. Bul jumısta basım tásirinde 
yarımótkizgish strukturalarındaǵı deformaciyalıq effektlerdi 
izertlew jumıslarına ádebiy sholıw islengen. 

 
Súwret 1. Qadaǵan etilgen zona keńliginiń 

basımǵa baylanıslılıǵı. 

 
Súwret 2. Zaryad tasıwshılardıń konsentraciyası 

basımǵa baylanıslı bolıp, bul basım <100> hám <111> 
kristallografikalıq baǵdarlarında tásir etedi. 

Qadaǵan etilgen zona keńliginiń basımǵa baylanıslılıǵı 
hámde zaryad tasıwshılardıń konsentraciyasınıń basımǵa 
baylanıslıǵı izertlenlengen (1 hám 2-súwretler) [1:1]. 

Anıqlanǵan teoriyalıq baylanıslar yarımótkizgish 
strukturalarınıń elektrofizikalıq parametrlerine tásirin xa-
rakterleydi. Bunday baylanıslardan paydalanıp, basım 
tásirinde yarımótkizgish ásbaplardı modellestiriw múmkin. 
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Súwret 3. Basımǵa baylanıslı qásiyetler: 295 K de 

seranıń elektr qarsılıǵı (úlgi 1 (a)), hám 305 K de seranıń 
termoótkiziwsheńligi (úlgi 2 (b)). 

Birinshi márte seranıń termoótkiziwsheńligi hám magnit 
qarsılıǵı ∼40 GPa ǵa shekem bolǵan júdá joqarı basımda 
ólshengen. Termoótkiziwsheńliktiń basımǵa baylanıslılıǵı 
arqalı qadaǵan etilgen zona keńligi ózgeriwi anıqlanǵan. 
P∼30 GPa daǵı seranıń magnit qarsılıǵı geweklerdiń tómen 
háreketsheńligin kórsetedi hám elektron spektrında tikkeley 
minimal boslıq iyelewi úyrenilgen [2:590]. 

Ólshew indentaciyası usılınıń kristall materiallarda, 
mısalı, kremniyde strukturalıq fazalıq ótiwlerdi úyreniw 
ushın perspektivalı ekenligi kórip shıǵılǵan [3:17]. 
Kremniydiń túrli kristallografikalıq baǵdarları hám legirlew 
dárejesine iye úlgileri, Verkovich piramida kórinisindegi 
almaz indentorı menen júklew procesinde úyrenilgen.    
Elektron parametrleri ushın indentor materialı retinde bor 
menen legirlengen yarımótkizgish monokristall almaz   
isletilgen. Kremniyde strukturalıq ózgerislerdi tastıyıqlaw 
ushın Raman spektroskopiya usılı qollanılǵan. Toktıń    
ózgeriwi indentor hám material arasındaǵı óz-ara tásirler 
haqqında qosımsha maǵlıwmatlardı beredi. 

 

 
Súwret 4. (a) - basım beriliw iymek sızıǵınıń kórinisi 

hám (b) indentordıń material maydanı menen kontakt 
diagramması. 

Material hám piramidal indentor arasındaǵı kontakt 
zonasında basım bólistiriwi 4-a súwrette kórsetilgen.     
Súwrette kórinip turǵanınday, kontakt basımı indentornıń 
material maydanına tiyip turǵan jerinde maksimal mániske 
iye boladı [4:506]. 

Kernew indentor tásir etip atırǵan jeriniń orayında hám 
bet maydanınan málim bir shuqırlıqta maksimal mániske 
iye. Kúsh hám indentordıń háreket signalları, kontakt 
zonasınan aǵıp ótip atırǵan tok kúshin ólshew arqalı ámelge 
asırılǵan. 

 
Súwret 5. KDB−7.5 úlgisi ushın kúsh-háreket baylanısı. 
5-súwretde KDB −7.5 úlgisi ushın kúsh-háreket iymek 

sızıqları kórsetilgen. Deformaciyanıń ózgerisi monotonlı 
bolmawın baqlaw múmkin, bul indentordıń kúsh beriliw 
processinde “túsiw” hám kúshti alıp taslaǵanda “kóteriliw” 
menen payda boladı, bul kúsh-háreket iymek sızıǵı kúshtiń 
az shamadaǵı qádemler menen ózgerisinde kórinedi [5:23]. 

 
Súwret 6. Temperaturalı baylanıs. erkin tenzorezistor 

(1) hám membranaǵa bekkemlengen (2) tenzorezistordıń 
salıstırmalı qarsılıq ózgeriwi. 

 
Súwret 7. Si tiykarındaǵı datchiktiń qásiyetlerindegi 

anıqsızlıq hám ólshew sxemasınıń basımǵa baylanıslılıǵı. 
7-súwrette jańadan islep shıǵılǵan datchiklerden biriniń 

salıstırmalı qásiyetleriniń basımǵa baylanıslılıǵı keltirilgen. 
Súwrette, bul baylanıstıń tuwrı sızıq penen salıstırǵanda 
úlken parqtı kóriwimiz múmkin. Qısılıw deformaciyasınıń 
ózgerisi shama menen 1.4÷1.5 % hám sozılıw 
deformaciyasınıń ózgerisi -1.0÷1.1 % ti quraydı [6:3].  

Ózbekstanlı alımlar tárepinen bir neshshe ilimiy 
maqalalarda yarımótkizgish materiallardı kirispe atomları 
menen legirlep, olardıń tenzo qásiyetlerin izertlegenligin 
kóriwimiz múmkin [7:23, 8:407, 9:30, 10:62, 11:19, 12:45]. 

Juwmaq. Juwmaqlap aytatuǵın bolsaq kremniydiń 
kristall reshyotkası qásiyetlerin tikkeley ózgeriwine alıp 
keliwshi, kirispe atomları menen legirlew tiykarında 
sezgirligi joqarı bolǵan datchiklerdi jaratıw ushın jańa 
materiallardı alıw texnologiyasın islep shıǵıw boyınsha 
belgili bir nátiyjelerge erisilmekte. Sonıń menen birge 
fizikalıq parametrleri bir waqıttıń ózinde bir neshshe 
túrdegi sırtqı tásirlerge salıstırǵanda joqarı sezgir 
materiallardı alıwǵa bolǵan mútajlilik artıp barmaqta. Sol 
sebepli kirispe atomları menen legirlengen kremniydiń 
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elektrofizikalıq qásiyetlerine basım tásirin úyreniw aktual 
esaplanadı. Usı jóneliste mikro hám nanoelektronika 
qurılmaların islep shıǵarıw ushın zárúr elektrofizikalıq, 

fotoelektriklik hám optikalıq qásiyetlerge iye bolǵan jańa 
yarımótkizgishli materiallar hám datchiklerdi jaratıw zárúr 
ilimiy áhmiyetke iye esaplanadı. 
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REZYUME. Ushbu maqolada yarimoʻtkazgichlarning tenzosezgirlik xususiyatlari va ularning kirishma atomlari bilan legirlangan 
holatdagi oʻzgarishlari tadqiq qilingan. Tadqiqot ishida yuqori harorat va mexanik deformatsiyaga ega bo‘lgan tashqi ta’sirlar, kremniy 
materiallarning elektrofizik parametrlari va tenzoelektrik xususiyatlariga ta’siri o‘rganilgan. Xususan, kremniy va uning kirishma 
atomlari bilan legirlangan namunalarining elektr qarshiligi, magnit qarshiligi va termo-oʻzgaruvchanligi kabi fizik parametrlarining 
bosimga bogʻliq oʻzgarishi koʻrsatilgan. Yangi yarimo‘tkazgich materiallar va datchiklar yaratish uchun ushbu xususiyatlarining 
o‘rganilishi katta ilmiy va amaliy ahamiyatga ega. Tadqiqot natijalari mikro va nanoelektronika sohasida yuqori sezgir datchiklar ishlab 
chiqarishda muhim ilmiy ahamiyat kasb etadi. 

РЕЗЮМЕ. В данной статье исследованы тензочувствительные свойства полупроводников и их изменения в легированном 
состоянии атомами примеси. В ходе исследования изучено влияние внешних факторов, таких как давление, температура и   
механическая деформация, на электрофизические параметры и тензоэлектрические свойства кремниевых материалов. В частно-
сти, показано изменение в зависимости от давления физических параметров, таких как электрическое сопротивление, магнит-
ное сопротивление и теплопроводность кремния и образцов, легированных атомами легирующей примеси. Исследование этих 
свойств имеет большое научное и практическое значение для создания новых полупроводниковых материалов и сенсоров.   
Результаты исследования являются важным шагом в разработке высокочувствительных сенсоров в области микро- и наноэлек-
троники. 

SUMMARY. This article studies the strain-sensitive properties of semiconductors and their changes in the doped state with impurity 
atoms. The study examines the influence of external factors such as pressure, temperature and mechanical deformation on the electro-
physical parameters and strain-sensitive properties of silicon materials. In particular, it shows the change in the physical parameters such 
as electrical resistance, magnetic resistance and thermal conductivity of silicon and samples doped with dopant atoms depending on pres-
sure. The study of these properties is of great scientific and practical importance for the creation of new semiconductor materials and 
sensors. The results of the study are an important step in the development of highly sensitive sensors in the field of micro- and nanoelec-
tronics. 
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Введение. Для обеспечения высокого качества    

текста на естественном языке необходимо выполнять 
полные процессы анализа при его обработке. Однако 
трудности, возникающие при создании такого анализа, 
заключаются в том, что на практике до сих пор не    
реализованы все разработанные теоретические          
положения. Основные проблемы здесь заключаются в 
сложности анализа текста и создании системы,          
способной моделировать структуру мировых языков. 
Система анализа текста должна уметь анализировать 
вводимый пользователем текст с точки зрения           
синтаксиса (структура предложений), семантики      
(используемые в тексте понятия) и прагматики       
(корректность применения понятий) [2]. Наша система 
обладает возможностями обнаружения и исправления 
орфографических ошибок в тексте, вводимом          
пользователем. Для этого система должна создать 

внутреннюю модель, подходящую для обобщения    
результата, и синтезировать ответ на естественном  
языке. В целом, в данной статье рассматривается      
система анализа текста, включающая программу 
UZMORF с модулями «Орфографический анализ» и 
«Грамматическое редактирование». 

Программа UZMORF предназначена для                
автоматической обработки текстов на узбекском языке. 
Она анализирует узбекские слова и их                      
морфологическую структуру, помогая подготовить их 
для обработки на компьютерах. Принципы работы  
программы UZMORF следующие: 

Слова и их морфологическая структура: UZMORF 
определяет морфологическую структуру каждого слова 
в узбекском языке. Эти данные включают информацию 
о части речи слова, его роде и форме, связанной с его 
употреблением. 


